
c-Si  PVセル表面電極における酢酸による2段階劣化の機構解析

棚橋 紀悟1・ 坂本憲彦2・ 柴田肇3・ 増田淳1

産業技術総合研究所 太陽光発電研究センタ ー 1モジュ ール信頼性チーム・ 3化合物薄膜チーム
計量標準総合センタ ー 2応用電気標準研究グループ

研究の背景・目的・実験方法

まとめ

実験結果

PVセル・ モジュ ールにおける（ 酢酸による） 腐食過程について、 我々は2段階の発電特性低
下（ 劣化） 機構を提案し ている（ 右図） 。

こ の劣化機構は、 （ 1） FF低下（ Rs増大） によるPhase Iと 、 （ 2） Rs増大が飽和し 、 Isc低下
が進行するPhase I Iから なり 、 Phase I（ FF低下） は集電電極・ シリ コ ン基板間のギャ ッ プ
形成に起因すると 考えら れるが、 Phase I I（ I sc低下） における劣化機構は不明な点が多い。

今回、 酢酸蒸気曝露試験に供し たPVセルと 高温高湿試験を行っ たPVモジュ ールのACイ ン
ピーダンス測定時に、 重畳するDCバイ アス電圧を変化さ せて、 各劣化部位のイ ンピーダン
ス特性変化を検討し た。

その結果、 Phase I Iにおける発電特性低下は、 集電電極と シリ コ ン基板間の直接接触（ Ag 
Pillar） の特性変化（ オーミ ッ ク 接合 ⇒ 整流性発現） に起因する可能性を示し た。
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